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(54) TlUe: ELECTRONIC HIGH-FREQUENCY SWITCH AND ATTENUATOR WITH SAID HIGH-FREQUENCY SWITCHES 

(54) Bezeichnung: ELEKTRONISCHER FtOCMFREQUENZ-SCHALrER UND EICHLEITUNG MIT SOLCHEN HOCHFRE- 
QUENZ-SCHALTERN 




U1 :0/-8V 
U2 : 0/-5,5 V 



On (57) Abstract: The invention relates to an electronic high-frequency switch, comprising a field-effect transistor as switching ele- 
ment, whereby the size of the gate voltage may be switched between at least two values (- 5.5V or -8V), according to the desired 
linearity or switching speed. The switching device for the gate voltage is preferably coupled to a correction device in which different 

<^ correction values for transmission or reflection of the high-frequency switch, corresponding to the different gate voltage values are 
stored. 

^ sioren. ^ 

O (57) Zusanunenfassung: Bci cinem elektronischcn Hochfrcquenz-SchaJter mit cincm Feldcffekttransistor als Schaltelement ist die 
Grosse der Gate-Spannung je nach der gewunschten Linearitat oder Schaltgeschwindigkeit zwischen mindestens zwei Wenen (- 
5,5V bzw. -8V) umschaltbar, vorzugsweise ist die Umschalteinrichtung fur die Gate-Spannung mit einer Korrektureinrichtung ge- 

^ koppelt, in welchcr fiir die untcrschiedlichcn Gate -Span nungswcrtc cntsprcchend anterschicdliche Korrckturwcrte fiir Transmission 
Oder Reflexion des Hochfrequenz-Schalters gespeichert sind. 
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VerdfTentlicht: 

— mit intemaiionalem Recherchenbericht 

Zur Erklarung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
per -Gazette verwiesen. 



